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Aufgabe 3:

3.1

Fig.1 zeigt eine Ladeschaltung mit zwei Dioder; , D,). Das Verhalten der Diode
kann durch die vereinfachte Diodenkennlinie ng = 0,7 V und
Ro = 0Q fiir Uak = U beschrieben werden.

Auf welcheSpannung wird der Kondensator aufgeladen, weg = 3,3V betragt ?
(10 Punkte)
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Fig. 1

Zum Aufbau einer Spannungsbegrenzerschaltung steharzemerdioden mit de
Parametert/y = 0,6V undU, = 4,7V zur Verfigung. Im leitenden Zustand kann
die ZDioden der ohmsche Widerstand Null angenommen w

Entwerfen Sie eine Spannunegrenzerschaltung unter Verwendung d-Dioden
und geben Sie die maximale und minimale Ausgangsspay der chaltung an.
(10 Punkte)

Fig. 2zeigt einen -Mosfet in Sourceschaltung als Schaltég. 3 das zugehdric
Ausgangskenlinienfelc. Die Eingangsspannung seidJdie Betriebsspannung betr:
Ug = +10V. Das Schaltspannt Ugs betragt entweder O\Sgchalteroffen) oder +7V
(Schaltergeschlossel . Der Lastwiderstand hat den Widerstdhd= 5.0.

Wie grol3 ist detrom, deiim eingeschalteten Zustand Uber den Lastwiders
flie3t ? (10 Punkte)

Ug

Fig. 2. n-Mosfet als Schalter
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Fig.3: Ausgangskennlinienfeld n-Mosfet

Aufgabe 4: Der n-JFETKIeinsignalverstarker in Fig. ist fur die Verstarkung vo
Wechselspannungssignalen entworfen. Die WiderstR;und Fs sind so gewahlt,
daR sich ein Verstarkungktor vonA = —5 ergibtund sich an s ein
Spannungsabfall von 1V einst. Der Gatewiderstang, betragt 1 NQ. Das

Eingangssignal besitzt eine maximale Amplitude U, = 200mV.

4.1. Markieren Sie in Fig. 4 die Kennlinie, auf der d-JFET arbeite (5 Punkte)
4.2, Welchen Wert sollte der Gleichspannungsanteil vps nicht unterschreiten, dan
die Verstarkung nahezu konstant ble| (5 Punkte)
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Fig. 4: Kleinsignalverstarker mit-JFET, Ausgangskennlinienfe



Aufgabe 5:

5.1.  Die Photodiode BPWA4O0 liefert bei einer Beleuchstgrke von 600 Ix einen Photostrom
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Fig.5: Photodiode BPW40, Symbol und Kennlinienfeld

Entwerfen Sie eine geeignete Verstarker-Schalmit@perationsverstarkern, mit der der
Photodiodenstrom von -@@ in eine Spannung von U = + 2,82 V umgewandeltwDie
OP’s kénnen als ideal behandelt werden. (Dtey

5.2.  Geben Sie die Beziehung zur Berechung der Ausgpagsang des Gesamtsystems an und
bestimmen Sie die Parameter der passiven Baueleméstwenden Sie ohmsche

Widerstande im Bereich vom k- 100kQ. (10 Punkte)

53. Das Ausgangssignal des Photodiodenverstarkdns soh digitales elektrisches Signal
umgewandelt werden. Eine Lichtintensitat kleindr p\ soll einer digitalen '1' ( +k) ) eine
Intensitat groRRer -3QA einer digitalen ' 0 ' ( -kJ ) entsprechen. Dies soll mit einer OP-
basierten Komparatorschaltung erfolgen. Der Kontpanaird mit+Uyz = +5V versorgt.
Entwerfen Sie die Schaltskizze einer entspreaaeikdmparatorschaltung und
dimensionieren Sie die dazu erforderlichen pasdBemrteile, wobei die ohmschen

Widerstdnde im Bereich von @k- 100kQ liegen sollten.
(10 Punkte)



